
大电流升压LED驱动 

Application Notes 
VAS1350 



VAS1350是一款工作于 PFM 模式的升压转换芯片，采
用外置 NMOS，调节外接电流检测电阻可稳定输出高
达2A的电流，适用于各种大功率 LED 阵列的应用场
合。 

在电源与Vin管脚间串接电阻可实现 5V-100V的宽电压
输入，系统自带过压保护功能可防止负载开路时对电
路造成损坏，可通过控制P W M 信号占空比，在 
0-100%之间调节输出电流 
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简介 � 



特点 � 
ß  10V栅压驱动 
ß  功率MOS外置，输出电流可达2A以上 

ß  内置各种保护功能：Rcs 短路保护、OVP-GND短路保护、
输出过压保护、输入欠压保护、过温保护 

ß  宽电压输入：5V-100V 
ß  支持直流及PWM调光自动适应 

ß  稳定性好，无需环路补偿电容 
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Typical Application Circuit � 
输入电压范围5~100V，输入电容推荐值100µF 
 
当输入电压>40V时，需在Vin管脚接入电阻R1及低ESR的
电容 
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PCB布线 � 
ß  大电流回路要尽量宽且短以减小所产生噪声和不必要的回路损耗。  
ß  各个器件的连地要和芯片地线尽量靠近，特别是输出电流设置电阻Rfb 的地线

到芯片地脚位连线尽量短且宽，以提高电流精度。  
ß  滤波电容 C1，C2，C3，C5都要尽量靠近芯片以增强滤波效果，特别是输出

电容C3，C5的两端连线都要尽量宽且短以减小连线的寄生电阻，有利于线性
调整率 
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ß  NMOS 的Drain 端与电感、肖特基二极
管的连接点是快速开关结点，这些器件
端要尽量紧靠保证其之间的连线尽可能
宽且短，其他连线要避免与此连线交叉
或并行太长，防止受此线干扰。  

ß  高阻抗的检测脚位 (如CS,FB,OVP)容易
受干扰，因此连线要尽量短且要远离
NMOS 与电感、肖特基二极管等噪声源，
走线最好能用地线包围尽可能减小受周
围噪声的干扰。   

ß  NMOS 的散热片连接处要大面积铺铜帮
助散热提高系统稳定性。 



过压保护电阻设置 � 
输出开路保护是通过设置输出过压保护电压（V OVP）实现。
在某些意外情况，例如输出LED灯损坏导致输出开路，FB引
脚上的反馈电压将降到0V，此时系统继续工作使输出电压持
续上升，当输出电压上升到设置的过压保护电压（V OVP）时，
过压保护功能启动，系统工作在打嗝模式。为了确保系统的
正常工作，要合理设置V OVP 的值，推荐选取1.2倍的输出电
压或输出电压加5V中的较大者。V OVP 的计算方法如下： 

???????? OVP V??5V???????????????????????1.2 OVP ????????V?????????? OVP ???V??????????OVP??????? ????V??????????????????????????????????????0V OVP V??5V???????????????????????1.2 OVP ????????V?????????? OVP ???V??????????OVP??????? ??????V?????????????????????????????????????0V???FB??????ED?????????????????LOVP??????? ???????V??????????????????????FB??????LED????????????????? ??????????
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峰值检测电阻Rcs � 
ß  输入平均电流取决于升压倍数（即输出与输入电压比例）

和所设置的输出平均电流，可通过下式设置：  

= 

ß  输入峰值电流要采用极端情况进行计算，即在最小输入电
压、最大输出电压和最大输出电流情况下，输入峰值电流
设置为1.5倍于输入平均电流，即   
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反馈电阻Rfb及最短关断时间设置 � 
ß  通过FB引脚检测与LED灯串联的外接采样电阻的电压来控

制输出电流，电压阈值为0.31V，因此输出电流可通过下
式设置： 

ß  VAS1350为PFM 工作模式，需要在TOFF引脚对地接电阻
REXT设置一个最短的关断时间限制，应用中推荐TOFF(min) 时
间为1µs( 典型值)，REXT=24KΩ 。 

ß  最短的关断时间可通过下式设置：  
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电感选择 � 
ß  电感量的选择直接关系到系统的工作频率，电感量大则工作频

率低，电感量小则工作频率高。大的感量可降低频率从而减小
NMOS上的开关损耗，但对于相同体积电感，感量越大电感的
绕线铜阻也越大，则电感上的损耗也越大。 

ß  系统工作频率的计算： 
ß  电感中电流纹波： 

ß  NMOS 导通时间Ton： 

ß  NMOS 关断时间TOFF： 

ß  选取电感时必须保证正常工作中的TOFF时间大于所设置的最短
关断时间Toff（min）,推荐工作频率20KHz~200KHz 

)/(1 ONOFF TTf +=
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其他外围器件参数选择 � 
ß  输出电容：100µF 或者更大, 推荐220µF电解电容 
ß  肖特基二极管：电流能力必须大于输出电流，且反向击穿电压

要大于输出OVP 电压 
ß  外置功率管 N-MOSFET ：芯片GATE驱动电压为10V，要选取栅

压>10V的MOS管，且击穿电压要大于输出OVP 电压，电流能力
要大于5倍的峰值电流Ipeak，导通电阻关系到工作效率问题，
MOS管消耗功率为： 
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调光设置 � 
ß  VAS1350可通过ADJ管脚输入直流和PWM信号进行调光： 

ß  1) 当Vadj<0.5V时，芯片关闭 

ß  2) 悬空时，CS阈值VCSTH=0.24V，FB管脚阈值VFBTH=0.31V 
ß  3) 当ADJ直流信号在0.5V~2.4V 范围内变化时，CS/FB的阈值可从

50mV/65mV变化到0.24V/0.31V 
ß  4) 输入PWM信号时，可通过调整占空比调节输出电流，调节范围

0%~100% （PWM调光时，推荐外加NMOS进行调节） 
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The End � 


